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Vynélez sa tyka plandérneho polovodilového &ipu diody, pokrytého ochrannou vrstvou
bezalkalického olovnatého skla pri vhodnej %truktire vlastného planédrneho polovodi¥ového

~

&ipu diody.

Pri sériovej vyrobe polovodiZovych di6d sa s vyhodou pou%iva tzv. hromadného zatavo-
vania plandrnych polovodifovych #ipov do sklenenych puzdier s dvojdielnymi privodmi
z plastového drotu, ¥i%e do puzdier typu DO 35, DO 41 apod. Vlastny %ip je stlafeny medzi
valdekami dvojdielnyeh privodov z pléstového drotu, na ktoré je navlefend sklenend trubid-
ka, Této zostava je umiestnend v dutine grafitovej dosky - masky. Po nahriat{ grafitovej
masky elektrickym pruidom na teplotu 650 aZ 750 % nastane stavenie sklenného pizdra
s privodmi, ¥i%e dojde k hermetickému uzatvoreniu ¥ipu a tym k vytvoreniu vlastnej aiody.
Podla velkosti zatavovacej grafitovej masky mo¥no zatavit niekoiko sto kusov diéa v jed-
nom zatavovacom cykle. Najva¥sim probiémom pri vyuZit{ vyhod hromadného zatavovania byva
odolnost ¥ipu diody vodi vysokym teplotém pri zatavovani, pri ktorjch dochéddza k uvoino-
vaniu alkalickych zloZiek zo skla puzdra, ktoré sa usadia na povrchu &ipu diody a sposo-
bujd dégradéciu elektrickych parametrov &ipu, najmé zdverného napitia, Pre hromadné zata-
vovanie sa robf dprava ¥ipu diody tzv. pasivécia Sipu nanesenim ochrannej vrstvy. Ochran-
né vrstva byva najlastejiie vytvorensd z Zistého bezalkelického olovnatého skla. Sklenné
vrstva musf byt sivislé, od Zoho zévisi jej ochranny d&inok.
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ZvySenie ochranného W&inku pasiva¥nej sklennej vratvy a jej snadnejéiu realizédciu

rie&i usporiadanie Btruktury plandrneho polovodiZového ¥ipu diddy podie vynélezu, ktory
vyuZi{va ziskany poznatok, %e k degradainym W¢inkom dochddza najma v oblasti obvodu PN
prechodu, Na obvode PN prechodu vystupuje rozhranie vlastného prechedu na povreh ¥ipu,

je toto rozhrenie chrénené vrstvou kysli¥nfke kremi¥itého spravidla o hmibke 500 ag

800 nm., Pri zatavovani sa zo ekla puizdra uvolnujd alkalické zloZky, najmé sodfk, ktory
reaguje 8 kysli&nikovou vrstvou. Tonty sodika vytvérajd v kysli¥nfkovej vrstve elektricky
néboj, ktorého pole nepriaznivo posob{ v oblasti obvodu PN prechodu pod kysiiénikovou
vrstvou, tak¥e nastdva zna¥né znifenie zéverného napétia diédy. Pre dosiaehnutie pasivécie
planérneho polovodiZového ¥ipu 4iédy je nutné chrénit vlagtny obvod PN prechodu voli al-v
kéliam vrstvou bezalkalického olovnatého skla, alebo obvod PN prechodu prekry¥ kontektom,
ktory sa po obvode stavi spiekanfm s vretvou pasivainého skla, ktoré zéroven po stavent

8 kysli¥nikovou vrstvou hermeticky uzavrie rozhranie kontakt - kysli¥nfkové vrstve a tak

zamedzf vniku alkalickych zloZiek do oblasti obvodu PN prechodu pri zatavovani.

Vhodnym usporiadanim Struktuiry so zemeranim na ochranu obvodu PN prechodu sa dosshu-
je priaznivejsfch podmienck a zvySeného W¥inku pri pasivécii ¥ipov, ked u ¥ipov s velkou
plochou PN prechodu vytvori se kontekt tak, aby obvod kontaktu bol blizko onodu PN pre-
chodu, kym u ¥ipov s malou plochdu PN prechodﬁ kontakt prekryva obvod FN prechodu po ce-
lom obvode. V prvom pripade po vytvoren{ sklennej pasive¥nej vrstvy nastene stavenie tej=-
to s kontaktom po celom jeho obvode a zdroven k staveniu kysli¥nfkovou vrstvou a pokrytia
obvodu PN prechodu, v druhom pripade nastane stavenie sklennej pasivalnej vrstvy s kon-
taktom po celom jeho obvode a zéroven k staveniu s kysli¥nfkovou vrstvou, &{m sa herme~
ticky uzavrie styk kontakt - kysli¥nikové vrstva a tym aj obvod PN prechodu, ktory sa na-
chédza pod kontaktem.

Na prilo¥enom vykrese na obr. 1 je znézorneny resz ¥ipom piénérnej polovodidovej dio-
dy, zhotoveny podia vynélezu, kde v kremikove]j dostilke ] je vytvoreny PN prechod 3, ku
ktorému je pripojeny kontakt 3, tento prekryva obvod PN prechodu 5. Kontakt 3 je po celom
obvode staveny sklennou pasivednou ochramnou vrstvou 4, ktord zéroven je stavens s kys-
li&nikovoy vrstvou 2. Na obr. 2 je znézornené pouiitie ¥ipu, kde stavenim dvojdielnych
privodov i'plééfového drotu 7 so sklennou trubilkou pizdra § sa vytvori didda.

Plandrnou technoldgiou sa na kremikovej doske vytvoria mnohonéao$n9 tipy aiod.
Po vytvoreni kontaktov galvenickym nanddanim striebdbra, robl sa pasivé@ia &ipov nanesenim
asklennej ﬁratvy z ¥istého bezalkalického olovnatého skla. Sklo sa nané¥a ne kremfkovd
dosku s vytvorenymi &ipmi 4idd vo forme jemného présku sedimentéciou z rostoku, katafore-
ticky apod. 2 vrstvy neneseného préiku sa vytvori vliastnd tenkd ochrannd vrstva skla
spiekenim pri teplote 750 a¥ 800 %¢ v inertnej atmosfére. Po rozSleneni kremikovéd dosky
na jednotlivé ¥ipy ziskame Eip‘znézorneny na obr. 1, vytvoreny podia vyndlesu. Takto
upraveny #ip Aiédy mo¥no zatavit do sklenného pizdra v inertnej atmosfére pri teplote 650
a3 750 °C bez zhorsenia elektrickych parametrov Zipu a tak vytvorit 4iddu zndsornend na

obr. 2.
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1. Planérny polovodilovy ¥ip diddy, ktory je pokryty ochrannou vrstvou bezalkalického
olovnatého skla, vyznadujici sa tym, Ze ochrannéd vrstva (4), ktoré je stavend spieka-
nim s kontaktom (3) po celom jeho obvode, pokryva cely obvoa PN prechodu (5).

2. Planérny polovodiSovy &ip 4iddy podfa bodu 1, vyzna¥ujici sa tym, %e kontakt (3) pre-
kryva cely obvod PN prechodu (5).

2 vfkresy
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Obr. 1

Obr. 2

Vytiskly Moravské tiskaiské zavody, Cena: 2,40 K¢&s

provoz 12, Leninova 21, Olomouc
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